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はじめに オン抵抗−耐圧トレードオフを解消できる SiC スーパージャンクション素子をエピタキ

シャル成長とイオン注入の繰り返しで作製する場合に[1]，繰り返し回数を最小化するため，チャ

ネリングイオン注入[2]の適用が検討されている。チャネリングイオン注入では核阻止断面積<<電

子阻止断面積 Seであるため，Seの評価が重要となる。B, N, Al および P の 4H-SiC(0001)へのチャ

ネリングイオン注入の結果，チャネリング・プロファイルにおける平坦部の濃度が 1/10まで低減

する深さ Rmax [2]は，n型層への Alイオン注入の場合に最大となることが判明した[3]。ところが，

これまでに報告された Se [4,5]では，最近報告された Rmax値[6−8]を正確に再現できない。そこで，

注入エネルギーE0がフェルミエネルギーEF(= 0.96 MeV [4])を超え，Alイオンから電子が取り除か

れ出すと，Seの増加する効果を含んだ Janson らの式[4] 

Se = k Ep + f p2 (k, p, p2: 定数; 但し，kは結晶方位に依存)      (1) 

f = exp[−3{log(EF)/logE(keV)}4]                               (2) 

を用い，Seを再評価したので報告する。 

検討 AlイオンのエネルギーE が EF以下のとき Se = k Ep，E > EFのとき Se = k Ep + p2へ滑らかに漸

近させる関数 fは，E ≤ 300 keVにおいてほぼ零となる(Fig. 2)。そこで，E0 ≤ 300 keVにて，kおよ

び p をフィッティングした結果，k = 3.5×10−18 かつ p = 0.35 のとき，Mochizuki ら[3,5]および

Linnarsson ら[6]の Rmax報告値を最もよく再現できた[9]。続いて，これらの値を固定し，Rmax報告

値の存在する 60 ≤ E0 (keV) ≤ 8000にて，p2をフィッティングした。従来の Seにおける p2は 0であ

った[4,5]のに対し，p2 = 0.3 とすることにより，Inoue ら[7]およびWadaら[8]の報告値を含む，全

Rmax報告値[3,5−8]を再現できることが明らかとなった(Fig. 1)。 

まとめ Se再評価の結果，広範囲な E0にわたって正確な Rmaxの予想が可能となった。 
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